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(57) В изобретении предусмотрены способ предотвращения повреждения тонкопленочного транзистора
(TFT) от электростатического разряда (ESD), способ изготовления TFT и панель дисплея
путем аппроксимации данных испытаний, получения зависимостей между способностью TFT
выдерживать ESD и технологическими параметрами каждого слоя пленки, настройки в
соответствии с вышеупомянутыми зависимостями технологических параметров каждого слоя
пленки TFT для предотвращения повреждения TFT от ESD.
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